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Разработка и производство кремниевых мощных СВЧ  LDMOS транзисторов яв-
ляется актуальной задачей современной электроники, поскольку эти приборы использу-
ются в каскадах усилителей мощности систем радиосвязи и телерадиовещания, в базо-
вых станциях сотовой связи, в РЛС различного назначения и других телекоммуникаци-
онных системах [1]. 

Выпускаемые в настоящее время мощные LDMOS транзисторы [2] не обеспечива-
ют стабилизации тока стока в области насыщения выходных вольтамперных характери-
стик. Анализ показывает, что к увеличению тока стока на участке насыщения выходной 
вольтамперной  характеристики  приводит  неоднородность  легирования  подзатворной 
(канальной)  области  LDMOS  транзисторов.  Эта  неоднородность  возникает  на  этапе 
ионного внедрения примесей вследствие подлегирования канальной области через по-
ликремниевый затвор.   

Для решения данной проблемы разработана модель ионного внедрения примесей 
в подзатворную область с последующей диффузионной разгонкой. С помощью данной 
модели в среде приборно-технологического проектирования САПР ТСАD Sentaurus ис-
следовано влияние технологических режимов создания канальной области на выходные 
параметры LDMOS транзисторов. При этом решена задача оптимизации распределения 
примесей в подзатворной области с учетом требуемых значений порогового и пробив-
ного напряжений. 
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